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摘要(译)

本发明涉及具有与其连接的取代吡啶基的恶二唑环结构的化合物，由下
列通式（1）表示。 根据本发明，可以提供在薄膜状态下具有优异的高
稳定性特性的有机化合物，并且可以显着提高常规有机EL器件的发光效
率和耐久性。
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